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l. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg metody

pomiaru parametréw elektrycznych i fotoelektrycznych fo-
torezystordw przeznaczonych do pracy w obszarze promie-

niowania podczerwonego.

1.2, Zakres tematyczny normy. Kolejno numerowane ar-

kusze normy zawierajg szczegdlowe postanowienia dla ©-

kreéldny,ch metod pomiaru parametréw elektrycznych ifoto-
elektrycznych rezystoréw czulych na promieniowanie pod-

.czerwone. Norma obejmuje metody pomiaru:

- rezystancji ciemnej, czuloéci i napiecia szumu w funk-
cji temperatury; obliczanie mocy réwnowaznej szumowi,de-
tekcyjnoéci, detekcyjnosci znormaiizowanej (ark. 01),

- stalej czasowej (ark. 02),

- charakterystyki widmowej czutosci (ark.03),

- charakterystyki katowej czutodci (ark. 04).

1.3. Zakres stosowania normy. Postanowienia normy

stosuje sie przy badaniach fotorezystoréw czulych na pod-

czerwien.

1.4. Okresélenia

1.4.1. powierzchnia czynna (A) - powierzchnia mate-

rialu fotoczulego, zawarta miedzy elektrodami fotorezy-

stora.

1.4.2. rezystancja ciemna (RO ) - rezystancja catkowi~

cie zaciemnionego fotorezystora.

1.4.3. napiecie sygnalu (U; ) - wartoé¢ skuteczna na-

piecia wWystepujgcego na rczystorze obcigzenia polgczonym
szeregowo ze zrédlem zasilania i fotorezystorem, gdy na
powierzchnig czynng fotorezystora pada zmodulowany stru-

mien promieniowania.

1.4.4. napiecia szumu (U, ) - wartosé skuteczna napie-

~ cia mierzona w okre$lonym przedziale czestodci na rezy-

storze obcigzenia polgczonym szeregowo 2z zaciemnionym

fotorezystorem i ze Zrédiem zasilania.

1.4.5. cialo doskonale czarne - termiczne Zrédlo  pro-

mieniowania, ktérego charakterystyka spektralna wypro-

mieniowanej energii jest zgodna .z prawem Plancka.

1.4.6. czuloéé napieciowa (Su ) - stosunek napigcia syg

nalu (Us ) do mocy promieniowania (W) ciala doskonale

czarnego o okreslonej temperaturze, padajgcego na  po-

wierzchnie czynng fotorezystora.

1.4.7. wzgledna charakterystyka widmowa czuloéci - za-

lezno$é czulos$ci napieciowej od dlugosci fali promieniowa-

nia padajacego na fotorezystor. '

1.4.8. stala czasowa (¢ ) - odwrotnosé czestodci kolo-

wej modulacji promieniowania, przy ktdérej napiecie sygna-
tu spada o 3 dB w stosunku do wartosci odpowiadajgcej cze-

stosci zerowej.

1.4.9. dopuszczalne napiecie zasilania - gérna granica

przedzialu wartoéci napieé, w ktérym zalezno§é czutodci

od napigcia zasilania jest liniowa.

1.4.10, komora §wiatloszczelna - komora izolujjca fo-

torezystor od zewnegtrznego promieniowania elektromagne-

tycznego w calym zakresie widmowym czulosci.

1,4.11, Pozostale okre$lenia - wg BN-77/3375-42, a
oznaczenia literowe -*wg PN-77/T-01501.07.

- 2. POSTANOWIENIA O6OLNE

2.1. Wartosci depuszczalne, Warunki pomiaréw powin-

ny byé tak dobrane, aby nie byta przekroczona zadna =z
wartoéci dopuszczalnych parametréw mierzonego elementu,
chyba ze to wynika z okreslonej metody pomiaru, co nalezy

wyraZnie zaznaczy¢ w normie przedmiotowej.

2.2. Warunki temperaturowe. ]e'zelf*w normie przedmio-

) w

towej nie podano inaczej, temperatura otoczenia (t, .
czasie wykonywania pomiaru powinna by¢ réwna: k
a) w otwartej przestrzeni 293 *2 K,
b) w komorze $wiattoszczelnej 293 2 X,

przy wilgotnoéci wzglednej nie przekraczajgcej 75 %.

F—

Zgtoszona przez Naukowo-Produkcyijne Centrum Pélprzewodnikéw
Ustanowiona przez Dyrekiora Ofrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA
dnia 15 marca 1983 r. jako norma obowiazujaca od dnia 1 pazdziernika 1983 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 9/1983 poz. 18)

i Sl —

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE ..ALFA" 1983

Dok, Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,35 Nakt.1900455 Zem. 1811/83

S =

~

Cena 2t 4,00




2 | BN-83/3375-02.00

2.3. Wymagania dotyczgce komory $wiattoszczelnej.

Konstrukcja komoery powinna zapewnié takie warunki, aby
odbicia $widtla wewnatrz komory nie wpiywaly na wynik po-

miaru.

2.4. ?rédi&n prdmieniowania

2.4.1. Postanowienia ogdlne. Rodzaj i temperature Zrdd-

la promieniowania do pomiaréw fotoelektrycznych powinna
okre$laé norma przedmiotowa. Kazde Zrédlo promieniowa-
‘nia powinno mieé¢ aktualng metryke i musi by¢ zasilane zgod-

‘nie z warunkami podanymi w metryce.

2.4.2. Model ciala czarnego jest podstawowym Zrdédiem

promieniowénia stosowanym przy pomiarze czulosci foto-
rezystoréw czulych na promieniowanie podezerwone. Funk-
cje te spelnia kalibrowany otwér w ekranie pieca, ktérego
whretrze znajduje sie w stanie réwnowagi termicznej i ‘ma
dcidle okreslong temperature.

Temperature nalezy mierzyé w sposdb ciagly, za pomo-
ca cechowanej termopary, wprowadzonej do wneki pieca i

utrzymywaé jg z dokladnoscig do *2 K.

pomiarach

2odieDs Zarc_iwki wstegowe stosuje sie przy
rozkladu widmowego czuloéci oraz statej czasowej w za-

kresie bliskiej podczerwieni. -
. Temperatura barwowa zaréwki T, = 2850 K wg PN-72/

C-99454.

2.4.4. Prety silitowe (globary) lub widkno Nernsta sg

stosowane przy pomiarach w obszarze dalszejpodczerwieni

poza granicg przepuszczalno$ci zardwki.

2.5. Modulacja promieniowania. Nalezy stosowaé sinu-
saidalng m\cxiulach promieniowania z czgstoscia 1000 Hz,
jesli-pozwala na to stala czaso'wa fotorezystora oraz jesli
w normie przedmiotowej na dany typ fotorezystora nie usta-
lono innej czestodci. Najczeéciej stosuje sig modulatory
mechaniczne obrotowe.

Tarcza modulatora powinna byé poczerniona i umiesz-

czona miedzy zaczernionymi, chlodzonymi ekranami.

2.6. Wzmocnienie i detekcja sygnalu. Napiecie sygnalu

fotorezystora czutego na podczerwier nalezy mierzyé¢ mi-

krowoltomierzem selektywnym z przedwzmacniaczem.

2.7. Zasilanie fotorezystora czulego na podczerwien.

Fotorezystory czute na podczerwien nalezy zasilaé pra-

dem statym.

2.8. Dopuszczalne bledy pomiarowe. Ukiad pomiarowy

powinien by¢ tak wykonany, aby caltkowity blagd pomiaru nie
przekraczal: A
a) 10 % przy pomiarze parametréw elektrycznych,
b) 20 % przy pomiarze parametréw fotoelektrycznych,

je$li w poszczegdinych arkuszach nie postanowiono inaczej.

2.9. Wymagania dotyczgce bezpieczerstwa obslugi - wg
PN-76/T-06500.05. -
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2.10, Wymagania dotyczgce przyrzgddw pomiarowych -
wg PN-74/T-01504.00 zalgcznik.
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Naukowo-Produk-

cyjne Centrum Pélprzewodnikéw - Zaktad Produkcji Pod-
zespoldéw Elektronicznych w Toruniu

2. Normy zwigzane
PN-72/C-99454.14 Zrédia $wiatla stosowane w  sensyto-

metrii, Zrddla sztucznego Swiatla, zarowego T, = 2850 K
PN-77/T-01501.07 Elementy pdtprzewodnikowe. Oznacze-
‘nia literowe parametréw elementéw optoelektronicznych

PN-74/T-01504.00 Elementy pélprzewodnikowe.  Metody

pomiaru parametréw tranzystordéw i diod. Postanowie-
nia ogdlne
PN-76/T-06500.05 Elektroniczne przyrzady pomiarowe.
Wymagania i badania bezpieczeristwa obstugi
BN-77/3375-42 Pélprzewodnikowe elementy optoelektro-

niczne. Nazwy i okresélenia

3. Autorzy projektu normy - mgr Bolesltaw Mirowski i

mgr Janusz Pawlak - Naukowo-Produkcyjne Centrum Pét-
przewodnikéw - Zaktad Produkcji Podzespoléw Elektroni-

cznych w+ Toruniu.



